台灣半導體研究中心 異質整合製程組
光罩對準曝光系統(Mask aligner)
	一.系統規格及型號

1. 機型：Suss MicroTec MA 150CC 

2. 基材(Substrate): 4"~6"具平邊的圓形晶片。 
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對準系統: 

· 全自動化修正基材對準前位置（Pre-aligned）。 

· 雙面對準曝光系統，正面（top side）自動對準系統，背面（bottom side）手動對準系統。 

4. 曝光系統（Illumination）: 

· 曝光波長：寬頻(broad band，350-450nm， g、 h、 i-line) 

· 曝光均勻度（Uniformity）<= 5% 

5. 曝光模式（Printing Modes）及解析度（Printing Resolution）（光阻厚度以2 μm為主） 

· 近接式（Proximity）：間隙0-300 μm，調整單位為1 μm 

· 近接式（Proximity）：在10 μm的間隙下，4 μm解析度 

· 軟式接觸（Soft Contact）：3 μm解析度 

· 硬式接觸（Hard Contact）：2.5 μm解析度 

6. 疊層對準（Overlay）:X/Y頂部與底部對準精確度 <=3μm 

二.注意事項

1. 提供兩種光罩尺寸 5"x5" & 7"x7"之光罩架，5"光罩曝4"晶片，7"光罩曝6"晶片。 

2. 目前僅適用光阻AZ 5214E、AZ P4620、SU8 25、SU8 50。 

3. vacuum contact 可能會損壞光罩。 

4. 7" 玻璃光罩其厚度3.5mm± 1mm,7"*7"(177.8mm*177.8mm)
5" 玻璃光罩其厚度2.3mm± 1mm,5"*5"(127mm*127mm) 

5. 5"光罩(曝6"wafer)有效曝光區域80mm*80mm(受限於NDL光罩製作)
7"光罩(曝6"wafer)有效曝光區域150mm直徑之6"wafer edge 3mm excluded 

6. Alignment mark 
(a)曝正面pattern,兩邊mark需距wafer中心23~73mm
(b)曝背面pattern,兩邊mark需距wafer中心34~46mm(垂直12mm之內) 

7. 其它注意事項及標準製程參閱網路公告。


